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Spannungsstabilisierung mit einer Z-Diode EB 20-1

Aufgabe

In dieser Übung soll eine Stabilisierungsschaltung mit einer

Z-Diode Zy 6,2 für eine Eingangsspannung Uv = 10 V und elnen

größten Laststrom ILmax = 50 mA dimensioniert werden; der

Strom durch die Z-Diode soll dabei den Wert Izo = 15 mA nicht

unterschreiten.

An der aufgebauten Schaltung sollen folgende Untersuchungen

durchgeführt werden:

- Messung der stabilisierten Ausgangsspannung im Leerlauf

- Messung der stabilisierten Ausgangsspannung beim größten

Laststrom

- Bestimmung des Innenwiderstandes

- Bestimmung des Stabilisierungsfaktors

Geräte- und Bauteileliste

1 Netzgerät 0 ... 15 V / 0,5 A

2 Vielfachmeßinstrumente

1 Z-Diode Zy 6,2 oder ein vergleichbarer Typ

vViderstände 100 und 470

2 Potentiometer 5000 und 5 kO
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Transistorprüfung EB 23-4

1. Grobprüfung der Transistoren

Führen Sie die ln der Aufgabenstellung beschriebene Grobprü-

fung an Ihren Transistoren durch.

Achtung: Wenn das Vielfachmeßinstrument Metratest 3 als Wider-

standsmesser betrieben wird, dann befindet sich der

Pluspol an der schwarzen Meßleitung und der Minuspol

an der roten!!!

Tragen Sie die gemessenen Widerstandswerte in die folgende Tabel-

le ein:

Durchlaßrichtung Sperrichtung

ransistor B-E-Diode B-C-Diode B-E-Diode B-C-DiodeT

Zur groben Beurteilung eines Transistors genügt es, eine Diode

als leitend anzusehen, wenn der Widerstand kleiner als 5 k~ ist,

und als sperrend, wenn er größer als 100 k~ ist. Damit ergibt

sich folgendes Schema:

Beide Dioden eines Transistors müssen in Durchlaßrichtung leiten,

in Sperrichtung sperren. Ist eine dieser Bedingungen nicht er-

füllt, so ist der Transistor defekt.
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Kenngrößen eines Unijunction-Transistors EB46-6

Kennlinie Uz = f ( UB2 BI )
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Ergebnis: Die Kennlinie Uz = f(UB2BI) ist eine Gerade, deren

Steigung gleich dem inneren Spannungsverhältnis

ist; im Falle des TIS 43 ist die Steigung also

6U/6UB2BI = TL = 0,65.
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FET als veränderbarer Widerstand (VeR) EB51 - 4

Ergebnis: Die kleinste Ausgangsspannung, die sich mit Hilfe von
R1 einstellen läßt, müßte in der Größenordnung von
wenigen mV liegen. Daraus ergibt sich ein Widerstand
RDS min von 100 ... 250 Ohm.

Die größte Ausgangsspannung ist praktisch gleich der
Eingangsspannung. Der größte Widerstand des FET ist
also sehr viel größer als R3, er ist mit den Mitteln,

die Ihnen zur Verfügung stehen, nicht genau meßbar.

3. Spannungsteiler bei großer Eingangsspannung

Im letzten übungsschritt war die Eingangsspannung des Spannungs-
teilers so klein, daß der FET nur im linearen Teil seiner Kenn-
linie betrieben wurde. In diesem übungsschritt soll nun die Ein-
gangs spannung größer gemacht und der Einfluß der nicht linearen
Kennliriie des FET auf die Ausgangsspannung untersucht werden.

Stellen Sie den Scheitelwert der Eingangsspannung auf 400 mV und
den Widerstand UGsso ein, daß die Ausgangsspannung halb so groß
ist.

Übertragen Sie das Oszillogramm auf dieses Blatt.
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